PoDsTAWY ELEKTRONIKI MSIB ¢W.0. WPROWADZENIE DO PROGRAMU MULTISIM

Cw. 0 Wprowadzenie do programu MultiSIM

1. Cel éwiczenia

Celem ¢wiczenia jest zapoznanie sie z programem MultiSIM stuzacym do
symulacji dziatania uktadéw elektronicznych. Jednoczesnie zbadane zostang
podstawowe elementy elektroniczne.

2. Wymagane informacje

Podstawowe wielkosci elektryczne (natezenie pradu, napiecie, opér
elektryczny, pojemnos$c¢), podstawowe bierne elementy elektroniczne (rezystor,
kondensator, potencjometr), prawo Ohma.

Znajomosc¢ tych zagadnien jest warunkiem koniecznym do przystgpienia do
¢wiczenia i zrozumienia omawianych zagadnien. Student ma obowigzek
zapoznania sie z wymaganymi informacjami.

3. Wprowadzenie teoretyczne

Program MultiSIM jest symulatorem uktadéw elektronicznych. Pozwala na
zbadanie dziatania obwodu zbudowanego z wirtualnych elementow bez
koniecznosci budowy rzeczywistego uktadu. Darmowg wersje programu mozna
$ciggnac ze strony producenta (http://www.ni.com/multisim/).

Program mozna uruchomi¢ poprzez dwukrotne klikniecie ikony (Rys.1)
znajdujqcej sie na pulpicie lub wybranie odpowiedniej pozycji z menu Start.

7z

Rys.1. Wyglad ikony programu MultiSIM.

Rys.2 przedstawia wyglad giéwnego okna programu MultiSIM. Gldéwna
plansza na oknie to pole, na ktérym nalezy rysowac¢ schemat uktadu. Elementy
potrzebne do konstrukcji uktadu mozna znalez¢ wybierajagc odpowiednie ikony
w gornej czesci okna lub wybierajac z menu Place — Component i wyszukujac
w odpowiedniej grupie elementéw.
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Rys.2. Gtowne okno programu MultiSIM.
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4. Wykonanie ¢wiczenia

4.1. Badanie rezystora

Celem pierwszej symulacji bedzie analiza charakterystyki pradowo-
napieciowej I=f{U) rezystora. Aby zbadal¢ te zaleznos$¢ nalezy sporzadzi¢
odpowiedni schemat. Najpierw konieczne jest umieszczenie na schemacie
badanego rezystora (Rys.3). Mozna go znalez¢ w grupie elementéw biernych. Po
podwdjnym kliknieciu na symbol rezystora otworzy sie okno z jego ustawieniami.
Nalezy wybra¢ odpowiednig wartos¢ rezystancji z Tabeli 1 (kazdy zespodt
laboratoryjny inng).
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Rys.3. Wstawienie rezystora.

Tabela 1. Wartosci rezystoréw do wyboru przez poszczegdlne zespoty.

Zespot | Wartosc¢ [Q]
A 100
B 500
C 1k
D 5k
E 10k

Napiecie podawane na rezystor bedzie pochodzi¢ ze Zzrddta napiecia statego (DC).
Nalezy ustawic jego wartos¢ na 12 V (Rys.4).
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Rys.4. Wstawienie zrddta napiecia.
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Kolejnym krokiem jest dodanie do schematu potencjometru (Rys.5). Jest to
rezystor o zmiennej rezystancji mogacy pracowac jako regulowany dzielnik
napiecia. Za jego pomoca ustalane bedzie jaka czes¢ napiecia ze zrodta zasilania

zostanie podana na badany rezystor.
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Rys.5. Wstawienie potencjometru.

Ostatnim potrzebnym elementem jest zrédto napiecia sterowane napieciem

(Rys.6.).
rezystorem a pozostatg czescig uktadu.
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Rys.6. Wstawienie zrddta napiecia sterowanego napieciem.
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Kompletny schemat zostat pokazany na Rys.7. Aby mozliwe byto dokonanie
pomiarow konieczne jest jeszcze wstawienie dwdoch miernikow (multimetréw).
Jeden z nich ma pracowac¢ jako amperomierz (XMM1 - wpiety szeregowo
w obwdd), drugi jako woltomierz (XMM2 - wpiety réwnolegle). Potaczenia
(kable) sa rysowane przez klikniecie lewym przyciskiem myszy na koncéwce
elementu.
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Rys. 7. Schemat ukfadu do badan/a rezystora.

W tym momencie mozna uruchomi¢ symulacje. Zmieniajagc nastawe
potencjometru z krokiem 5% nalezy odczytywad wartosci prgdu i napiecia na
rezystorze. Nastepnie na ich podstawie nalezy wykreslic w sprawozdaniu
charakterystyke pradowo-napieciowg badanego elementu 7=AU). Otrzymane
wyniki nalezy poréwnac¢ z wiadomosciami teoretycznymi.

4.2. Badanie kondensatora

W drugiej czesci <¢wiczenia badanym elementem bedzie kondensator.
Podobnie jak w poprzednim punkcie nalezy zbudowac¢ schemat przedstawiony na
Rys.8. Wartos¢ rezystora powinna by¢ taka sama jak w poprzednim punkcie.
Wartos$¢ kondensatora nalezy wybrac z tabeli (kazdy zespdt inng).

Tabela 2. Wartosci kondensatorédw do wyboru przez poszczegdlne zespoty

Zespdt | Wartosc [F]
A 4u
B 800n
C 400n
D 80n
E 40n
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Rys.8. Schemat do badania kondensatora.

Nieuzywanym wczesniej elementem jest przetacznik (SPDT). Mozna go
znalez¢ w menu Place — Component w grupie Basic/Switch (Rys.9). Za jego

pomocg ha ukfad rezystor-kondensator podawane bedzie wysokie lub niskie
napiecie.
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Rys.9. Wstawienie przetacznika.

Tym razem wyniki bedg obserwowane na oscyloskopie. Jest to urzadzenie
umozliwiajgce ogladanie przebiegdw czasowych napiec. Posiada ono dwa kanaty:
A i B. Nalezy do nich podpia¢ punkty ukfadu przed i za rezystorem. W celu
zwiekszenia czytelnos$ci przebiegow mozliwa jest zmiana koloru wykresu. Nalezy
na wybranym kablu klikngé prawym przyciskiem myszy i wybra¢ opcje Segment
Color (Rys.10).
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Rys.10. Wstawienie oscyloskopu i wybdr koloru wyswietlania przebiegu.

W tej czesci ¢éwiczenia nalezy uruchomi¢ symulacje i zmieniajac pozycje
przetacznika obserwowa¢ zmiane napiecia na kondensatorze. Otrzymane
przebiegi czasowe nalezy przerysowa¢ Ilub zapisa¢ (np. PrintScreen). Na
podstawie zebranych wynikéw nalezy obliczy¢ statg czasowq uktadu i poréwnac jq
z wartoscig teoretyczng (Rys.11).

T =RC [s]

Rys.11. Sposéb wyznaczania statej czasowej.

Nastepnie nalezy zaobserwowac ksztatt przebiegu pradu na kondensatorze.
W tym celu do wczesniejszego schematu nalezy doda¢ drugi oscyloskop mierzacy
wartosc pradu na rezystorze (z poprzedniej czesci ¢wiczenia wiadomo, ze napiecie
jest proporcjonalne do pradu na rezystorze).
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Rys.1_2. Schemat uktadu do pomiaru pradu ptyngcego w obwodzie z kondensatorem.

Dodatkowym zadaniem jest zbadanie dziatania kondensatora w obwodzie
pradu zmiennego. W tym celu nalezy zmodyfikowaé wczesniejszy schemat wg
Rys.13. Uzyte zrddto to zrdédio napiecia sinusoidalnego o czestotliwosci 50 Hz
i napieciu skutecznym 230 V (RMS), co odpowiada amplitudzie 325 V. Wartosci
uzytych elementéw powinny byc¢ takie jak w przypadku wczesniejszych obwoddw.
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Rys.13. Schemat do badania kondensatora w obwodzie pradu zmiennego.
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5.

Opracowanie wynikow

W sprawozdaniu z ¢wiczenia nalezy:

narysowac schemat uktadu badajgcego charakterystyke rezystora,

wykresli¢ zebrang charakterystyke 7 = {U) rezystora,

porownac otrzymang charakterystyke z wiadomosciami teoretycznymi,
narysowac schematy uktadéw do badania kondensatora,

umiesci¢ przebiegi zebrane z oscyloskopu podczas badania kondensatoréw
w obwodach pradu statego i zmiennego,

wyznaczy¢ statg czasowq uktadu z kondensatorem oraz porownac jq
z wartoscig teoretyczng,

wyciggnac wnioski z ¢wiczenia.

Zawarcie tych elementow w sprawozdaniu jest konieczne do jego zaliczenia przez
prowadzacego. W razie niewykonania ktérejkolwiek czesci éwiczenia konieczne
jest samodzielne uzupetnienie jej w domu. Szczegdlng uwage nalezy poswiecic¢
analizie wnioskéw wynikajacych z przeprowadzonych pomiardéw.

Zapisane podczas ¢wiczenia zrzuty ekrandw mozna przestacé sobie e-mailem!

6.
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